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１．背景・目的 

周波数 100GHz から 10THz、波長 3mm から

30µm のテラヘルツ(THz)帯は分光分析やイメ

ージング、通信などの幅広い応用の可能性が

ある。近年、量子カスケードレーザーや GaAs
系共鳴トンネルダイオード(RTD)THz 発振器

など、コンパクトな発振源が実現されつつあ

り、THz-TDS などの THz 波検出方法も確立

されつつある。[1] 
そこで我々は、GaAs よりもバンドギャッ

プが広く、高出力が期待できる窒化物半導体

を用いた RTD THz 発振器の作製を目指して

いる。これまでに窒化物半導体を用いた THz
帯パッチアンテナの解析を行い、実現の可能

性を示した。また、誘電体材料による放射特

性の依存性について報告した。[2] 
本発表では、テラヘルツ発振器の実現を目

的とした、ストリップラインと電極部を取り

入れたパッチアンテナ構造の解析を行ったの

で報告する。 
２．解析方法 

解析したパッチアンテナの概略図を Fig. 1
に示す。解析には Sonnet 社電磁界シミュレー

タを用いた。給電点に自励発振を想定した信

号源を導入して解析を行った。ストリップラ

インは幅(w)及び長さ(d)を変化させること

で、パッチアンテナからの放射特性に影響が

生じないような設計を行った。誘電体材料に

は SiN、導体には Au を用いた。 

 

 

Fig. 1. Schematic image of patch antenna. 

 

３．解析結果 

Fig. 2 にリターンロス、Fig. 3 に放射パター

ンの解析結果を示す。ストリップライン幅(w)
を 3µm、長さ(d)を 25µm と設計することでパ

ッチアンテナからの放射特性に大きな影響を

与えない構造を実現できることが分かった。

特に、ストリップライン幅(w)を十分に狭くす

ることが重要であることを確認した。 
しかし、GaN と相性の良い SiN を誘電体材

料として用いた場合には、他の誘電体材料で

ある SiO2や BCB を用いた場合と比べて低利

得となるため、利得を向上させる設計が今後

の課題である。[2] 多層誘電体構造等を利用す

ることが有効であると考えている。 

 
Fig. 2. Return loss. 

 
Fig. 3. Radiation pattern. 
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